
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光磁気記録媒体で反射された反射光

を用いて 再生信号を得る光磁気ヘッ
ド装置において、
前 光手段は入射される反射光の略中央部分にて 偏光成分が

偏光成分よりも高い透過率を有する偏光膜を備えることを特徴とする光磁気ヘッド装
置。
【請求項２】
光磁気記録媒体で反射された反射光を入射せしめるレンズと、前記反射光を再生信号検出
用とフォーカシングエラー及びトラッキングエラー検出用とに分割するビームスプリッタ
と、前記反射光 遮光手段と、該遮光手段を 透過
した反射光を用いて 再生信号を検出する再生信号検出部とを備える光
磁気ヘッド装置において、
前記遮光手段は、入射される反射光の略中央部分にて 偏光成分が

偏光成分よりも高い透過率を有する偏光膜を備え、前記ビームスプリッタで分割さ
れた反射光が入射される位置に配してあることを特徴とする光磁気ヘッド装置。
【請求項３】
光磁気記録媒体で反射された反射光を入射せしめるレンズと、前記反射光を再生信号検出
用とフォーカシングエラー及びトラッキングエラー検出用とに分割するビームスプリッタ
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と、前記反射光 遮光手段と、該遮光手段を 透過
した反射光を用いて 再生信号を検出する再生信号検出部とを備える光
磁気ヘッド装置において、
前記遮光手段は、入射される反射光の略中央部分にて 偏光成分が

偏光成分よりも高い透過率を有する偏光膜を備え、前記遮光手段を透過した反射光
が前記ビームスプリッタに入射される位置に配してあることを特徴とする光磁気ヘッド装
置。
【請求項４】
前記偏光膜は、 偏光成分を透過し、 偏光成分を反射又は吸
収する誘電体多層膜である請求項１乃至３のいずれかに記載 光磁気ヘッド装置。
【請求項５】
前記偏光膜を選択的に透過させる 偏光成分は、前記光磁気記録媒体に照射
されるビーム光の偏光方向と同方向である請求項１乃至４のいずれかに記載の光磁気ヘッ
ド装置。
【請求項６】
前記遮光手段を透過した反射光を集光する集光手段を配してある請求項１乃至５のいずれ
かに記載 光磁気ヘッド装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光磁気記録されたデータを再生する光磁気ヘッド装置に関し、特に、高密度記
録されたデータの再生に関する。
【０００２】
【従来の技術】
光磁気ディスク装置は、大容量のデータを記憶することが可能であり、マルチメディアシ
ステムにおいて更なる大容量化が要望されている。本願発明者らは、光磁気ディスク装置
の光ヘッド部に遮光板を配することにより、光ディスクに記録されたデータの超解像再生
が可能な光ヘッド装置を提案している（特許登録番号　２６６４３２７号）。
【０００３】
この光ヘッド装置では、光源である半導体レーザから出射された光ビームがコリメータレ
ンズで平行光となり、真円補正プリズムで光ビーム断面を円形にした後、第１のビームス
プリッタを透過して対物レンズで光磁気ディスク上に集光される。光磁気ディスクには、
記録膜の磁化を記録すべきデータに対応する方向に向けることによりデータが記録されて
いる。光ビームの照射による加熱で昇温され、キュリー温度以上になった記録膜に外部磁
界を与えることにより、記録膜の磁化が所望の方向を向く。
【０００４】
光磁気ディスクからの反射光は、対物レンズで平行光となり、第１のビームスプリッタに
再び入射されて反射される。反射された光は第２のビームスプリッタで２分され、一方は
サーボ信号検出に用いられ、他方は再生信号検出に用いられる。再生信号検出のための光
は、まず遮光板を透過して再生信号検出部に入射される。再生信号検出部には、１／２　
波長板，　偏光ビームスプリッタ及びフォトダイオードが配されている。遮光板は透明基
板の略中央に不透明膜を設けて形成されており、不透明膜が形成された部分は光が透過さ
れず、周縁部で光が透過するようになっている。
【０００５】
遮光板の周縁側を透過した光は１／２　波長板を通って４５°回転され、偏光ビームスプ
リッタによりｐ偏光成分とｓ偏光成分とに分けられる。光源からの出射光がｐ偏光である
場合は、記録膜の磁気カー効果により光磁気ディスクの反射光には信号成分であるｓ偏光
成分が含まれている。１／２　波長板を通って４５°回転され、偏光ビームスプリッタで
分けられたｐ偏光成分及びｓ偏光成分は夫々フォトダイオードに受光され、これらの差分
を求めることにより再生信号が得られる。
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【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
以上の如き構成の光磁気ヘッド装置では、光磁気ディスクからの反射光が遮光板を通るこ
とにより光磁気ディスクの照射スポットの反射光の中央部分が遮光されるので、再生信号
に超解像効果が得られる。図１１は、光磁気ヘッド装置の伝達関数の振幅特性の１例を示
す。縦軸は変調度を表し、横軸は空間周波数を表している。グラフ中、遮光板有りのグラ
フは上述した光磁気ヘッド装置の特性を示し、遮光板無しのグラフは、再生信号検出用の
反射光の全てを用いて差分検出を行なった特性を示している。グラフから判るように、空
間周波数が８００　～１０００（サイクル／ｍｍ）で遮光板を配した光磁気ヘッドの方が
高い変調度を得ている。従って、中央部分の光の透過を遮えぎる遮光板を配することによ
り、高密度記録されたデータを分解能良く再生することができる。
【０００７】
このように、上述した構成の光磁気ヘッドでは、高密度記録されたデータを超解像再生す
ることができる。しかしながら、遮光板を透過する光の一部が遮光されるために、フォト
ダイオードが受光する光量が少なくなる。図１２は遮光板の透過率分布を示すグラフであ
り、縦軸は透過率を表し、横軸は遮光板の中心からの距離を表している。グラフから判る
ように、遮光板の中央の半径ｒ０ 　 の領域で透過率が０％になっている。これにより、遮
光板を配さない構成の光磁気ヘッドと比較してフォトダイオードの受光量が低く、再生信
号の分解能は高いが再生信号自体は小さくなる。このために、再生信号のＳ／Ｎが劣化す
るという問題があった。
【０００８】
本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、 偏光成分を

偏光成分よりも高率で透過させる遮光手段、又は 偏光成分を透過し
、 偏光成分を遮光する遮光手段を配することにより、再生信号自体を大き
くしてＳ／Ｎを向上させ、且つ超解像再生が可能な光磁気ヘッド装置を提供することを目
的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
第１発明に係る光磁気ヘッド装置は、光磁気記録媒体で反射された反射光

を用いて
再生信号を得る光磁気ヘッド装置において、前 光手段は入射される反射光

の略中央部分にて 偏光成分が 偏光成分よりも高い透過率を
有する偏光膜を備えることを特徴とする。
【００１０】
第１発明にあっては、偏光膜を有する前記遮光手段に入射される反射光の略中央部分、即
ち、光振幅分布中の中央部分で 偏光成分を 偏光成分よりも
多く透過させ 生信号を検出する際のフォトダイオードの出力は、光の振幅ではなく
光のパワーに比例しているので、遮光手段を透過する光量が多いほど再生信号自体が大き
くなり、Ｓ／Ｎが向上する。また、信号成分である偏光成分は透過率が低いので、超解像
再生が可能となる。
【００１１】
第２発明に係る光磁気ヘッド装置は、光磁気記録媒体で反射された反射光を入射せしめる
レンズと、前記反射光を再生信号検出用とフォーカシングエラー及びトラッキングエラー
検出用とに分割するビームスプリッタと、前記反射光 遮光手段と、
該遮光手段を 透過した反射光を用いて 再生信号を
検出する再生信号検出部とを備える光磁気ヘッド装置において、前記遮光手段は、入射さ
れる反射光の略中央部分にて 偏光成分が 偏光成分よりも高
い透過率を有する偏光膜を備え、前記ビームスプリッタで分割された反射光が入射される
位置に配してあることを特徴とする。
【００１２】
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第２発明にあっては、前記ビームスプリッタで反射光を分割した後にその一方を遮光手段
に入射して 偏光成分を透過させ、他方をフォーカシングエラー及びトラッ
キングエラー検出系に用いている。再生信号を検出する際のフォトダイオードの出力は、
光の振幅ではなく光のパワーに比例しているので、遮光手段を透過する光量が多いほど再
生信号自体は大きくなり、Ｓ／Ｎが向上する。また、信号成分である偏光成分は遮光する
ので、超解像再生が可能となる。また、遮光手段にて遮光した後に前記ビームスプリッタ
で反射光を分割する場合と比較して、フォーカシングエラー及びトラッキングエラー検出
用の光量が多くなる。
【００１３】
第３発明に係る光磁気ヘッド装置は、光磁気記録媒体で反射された反射光を入射せしめる
レンズと、前記反射光を再生信号検出用とフォーカシングエラー及びトラッキングエラー
検出用とに分割するビームスプリッタと、前記反射光 遮光手段と、
該遮光手段を 透過した反射光を用いて 再生信号を
検出する再生信号検出部とを備える光磁気ヘッド装置において、前記遮光手段は、入射さ
れる反射光の略中央部分にて 偏光成分が 偏光成分よりも高
い透過率を有する偏光膜を備え、前記遮光手段を透過した反射光が前記ビームスプリッタ
に入射される位置に配してあることを特徴とする。
【００１４】
第３発明にあっては、前記遮光手段で反射光の光振幅分布中の中央部分で
偏光成分を透過した後、前記ビームスプリッタで反射光を分割し、その一方を再生信号検
出系に入射し、他方をフォーカシングエラー及びトラッキングエラー検出系に用いている
。再生信号を検出する際のフォトダイオードの出力は、光の振幅ではなく光のパワーに比
例しているので、遮光手段を透過する光量が多いほど再生信号自体は大きくなり、Ｓ／Ｎ
が向上する。また、信号成分である偏光成分は遮光するので、超解像再生が可能となる。
【００１５】
第４発明に係る光磁気ヘッド装置は、第１乃至第３発明のいずれかにおいて、前記偏光膜
は、 偏光成分を透過し、 偏光成分を反射又は吸収する誘電
体多層膜であることを特徴とする。
【００１６】
第４発明にあっては、前記偏光膜として誘電体多層膜を用いる。従って、
偏光成分を略１００％透過し、 偏光成分を略１００％反射又は吸収する。

遮光手段を透過する光量がさらに ので再生信号自体がさらに大きくなり、
Ｓ／Ｎが向上する。また、信号成分である偏光成分を高率で遮光するので、さらに高分解
能での超解像再生が可能となる。
【００１７】
第５発明に係る光磁気ヘッド装置は、第１又は第４発明のいずれかにおいて、前記偏光膜
を選択的に透過させる 偏光成分は、前記光磁気記録媒体に照射されるビー
ム光の偏光方向と同方向であることを特徴とする。
【００１８】
第５発明にあっては、出射されたビーム光が光磁気記録媒体に照射され、ここで反射され
て遮光手段に入射される。このビーム光の偏光方向が例えばｐ偏光である場合は、ビーム
光が反射する際に磁気カー効果により信号成分としてｓ偏光成分が生じ、ｐ偏光成分は信
号成分ではない偏光成分である。従って、信号成分ではない偏光成分を透過させるので、
遮光手段を透過する光量が多くなり、再生信号自体が大きくなる。また、信号成分である
偏光成分は遮光するので、超解像再生が可能となる。
【００１９】
第６発明に係る光磁気ヘッド装置は、第１又は第５発明のいずれかにおいて、前記遮光手
段を透過した反射光を集光する集光手段を配してあることを特徴とする。
【００２０】
第６発明にあっては、反射光に含まれる偏光成分の夫々が、光の略中央部分と周縁部分と
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で透過率を異ならせて遮光手段を透過し、この透過光が集光しているので、前記中央部分
と周縁部分との光が光学的に重なり、これが再生信号検出部に与えられる。これにより、
中央部分の透過光が、再生信号の大きさに比例する光の成分ａに直接関わり、ａを増大さ
せるので再生信号のＳ／Ｎがさらに向上する。集光手段には例えば集光レンズが用いられ
、集光レンズは反射光の光路中、遮光手段と再生信号検出部との間に配される。又は、遮
光手段の入り側に配されても良い。この場合は、反射光が合焦するまでに遮光手段を透過
するように、集光レンズと遮光手段との距離は、集光レンズの焦点距離以内であることが
好ましい。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づき具体的に説明する。
図１は、本発明の実施の形態の光磁気ヘッド装置の構成図である。図中、１１は半導体レ
ーザ光源であり、ここから出射されたレーザ光はコリメータレンズ１２で平行光とされた
後、真円補正プリズム１３で円形の平行光となる。この平行光はｐ偏光であり、第１のビ
ームスプリッタ１４を介して対物レンズ１５に入射され、対物レンズ１５により光磁気デ
ィスク１上に集光される。光磁気ディスク１は透明基板２と記録膜３とを備えており、平
行光は対物レンズ１５により記録膜３上に集光される。なお、光磁気ディスク１の上方に
は磁気ヘッド４が配されており、光磁気ディスク１の記録／再生時に所定の磁界を印加す
るようになっている。
【００２２】
光磁気ディスク１からの反射光は前記対物レンズ１５により平行光にされた後、前記第１
のビームスプリッタ１４により反射され、第２のビームスプリッタ１６に入射される。第
２のビームスプリッタ１６に入射された平行光は二分され、一方は再生信号検出系２０に
供給され、他方はサーボ信号検出部１７に供給される。サーボ信号検出部１７では図示し
ない四分割光検出器の出力に基づいてフォーカシングエラー信号及びトラッキングエラー
信号が検出される。
【００２３】
再生信号検出系２０に供給される平行光は、本発明の特徴である遮光板２１に供給され、
遮光板２１を透過した光が２分の１波長板（以下、１／２波長板と記す）１８に入射され
る。図２は遮光板２１の構成を示す平面図である。遮光板２１は、平面視で略矩形状の透
明平板２１ａと、該透明平板２１ａの一面に形成された偏光膜２１ｂとを有している。偏
光膜２１ｂは透明平板２１ａの略中央に円形状を有して形成され、その位置及び半径ｒ０

　 は反射光の中央部分を遮るように設定してある。また偏光膜２１ｂは、例えば誘電体多
層膜で構成されており、偏光ビームスプリッタに用いられる膜と同様に所定の偏光成分を
反射又は吸収する機能を有している。
【００２４】
図３は、本実施の形態に用いる遮光板の光の透過率分布を示すグラフである。縦軸は透過
率を表し、横軸は遮光板の中心からの距離を表している。グラフ中、実線はｐ偏光成分を
示し、破線はｓ偏光成分を示している。グラフから判るように、偏光膜２１ｂの領域以外
ではｐ偏光成分及びｓ偏光成分の双方が略１００％の透過率で透過するが、偏光膜２１ｂ
の領域ではｐ偏光成分は略１００％の透過率で透過し、ｓ偏光成分は略０％の透過率、即
ち反射又は吸収されて遮光される。
【００２５】
そして、遮光板２１を透過した光が１／２波長板１８に入射されて偏光方向を４５°回転
され、偏光ビームスプリッタ１９に入射されてｐ偏光成分とｓ偏光成分とに分けられる。
ｐ偏光成分及びｓ偏光成分の夫々はフォトダイオード（ＰＤ１）２２及びフォトダイオー
ド（ＰＤ２）２３で受光され、電気信号に変換されて差動増幅器２４に入力され、再生信
号が差分検出される。
【００２６】
以上の如き構成の光磁気ヘッド装置の効果を示すために、まず、光学経路における各位置
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での光の偏光状態を説明する。図４は、図１に示す光学経路の各位置での偏光状態を説明
するグラフであり、縦軸はｓ偏光成分振幅を表し、横軸はｐ偏光成分の振幅を表している
。図４（ａ）はα－α線での偏光状態を示している。真円補正プリズム１３から出射され
た平行光はｐ偏光であり、これが光磁気ディスク１に照射される。記録膜３の磁化方向は
、記録すべきデータに応じて上又は下方向であり、光は反射する際に磁気カー効果によっ
て±θｋ 　 だけ偏光方向が回転され、ｓ偏光成分が生じる。この状態がβ－β線での偏光
状態であり、図４（ｂ）に示す。この光が１／２波長板により偏光方向を４５°回転させ
、図４（ｃ）に示したγ－γ線での偏光状態でフォトダイオード２２，２３で受光され、
差動増幅器２４で再生信号が差分検出される。
【００２７】
次に、差分検出原理を説明する。図５は、本発明の光磁気ヘッド装置を用いて行なう差分
検出の原理を説明するグラフである。縦軸はｓ偏光成分振幅を表し、横軸はｐ偏光成分振
幅を表している。カー回転角±θｋ 　 に対応するｐ偏光成分振幅及びｓ偏光成分振幅は以
下の式で表される（以下、 同順）。
【００２８】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２９】
このｐ偏光成分振幅及びｓ偏光成分振幅はフォトダイオード２２，２３で光電変換され、
電気信号となる。フォトダイオード２２，２３からの出力は光の振幅に比例するのではな
く、パワーに比例するため、フォトダイオード２２，２３からの出力は夫々以下の式で表
される。
【００３０】
【数２】
　
　
　
　
　
　
　
【００３１】
また、これらの出力の差、即ち再生信号は以下の式で表される。
【００３２】
【数３】
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【００３３】
（１）式から判るように、再生信号はカー回転角±θｋ 　 によって生じたｓ偏光成分によ
る±ｂのみに比例しているのではなく、ｐ偏光成分によるａにも比例している。ｂは信号
成分であるが、ａは信号成分ではない。このことから、上述した如き遮光板２１により反
射光の中央部分でｐ偏光成分を透過し、ｓ偏光成分のみを遮光することによりａの値が

大きくなり、再生信号自体を大き
くできる。また、信号成分に関与するｓ偏光成分を遮光するので、超解像再生が可能であ
る。
【００３４】
このように、ｐ偏光成分を大きくするために上述した如き遮光板２１を用いた場合を説明
している。図１に示す如き光磁気ヘッド装置の構成では受光量が増大するので信号レベル
は高くなり、その結果、再生信号のＳ／Ｎは増大する。しかしながら、中央部分の光とそ
の他の部分の光とを各別に光電変換しているので、遮光板２１の中央部分を透過した光の
Ｐ偏光成分の振幅は上記（１）式のａに反映されず、従って、ａを大きくしたことにはな
らない。実際に（１）式のａを大きくするためには、遮光板２１の中央部分を透過したｐ
偏光成分の光と、周縁部分を透過したｓ偏光成分を含む光とを光学的に重ねた後、フォト
ダイオード２２，２３で光電変換する必要がある。そこで次に、遮光板２１の中央部分を
透過した光が（１）式のａに反映され、信号成分のａを大きくできる実際的な光磁気ヘッ
ド装置について説明する。
【００３５】
図６は、図１の装置をさらに改良した光磁気ヘッド装置の構成図である。遮光板２１と１
／２波長板１８との間に集光レンズ２５を配している。その他の構成は図１と同様であり
、対応する部分に同符号を付して説明を省略する。遮光板２１を透過した光は集光レンズ
２５により集光され、遮光板２１の中央部分を透過したｐ偏光成分の光と、周縁部分を透
過したｓ偏光成分を含む光とが光学的に重なり合って、夫々のフォトダイオード２２，２
３で受光される。フォトダイオード２２，２３で光電変換された信号は、上述した（１）
式に示す如き再生信号となり、遮光板２１の中央部分を透過したｐ偏光成分の光がａに反
映され、ａが大きくなる。
【００３６】
従って、図６に示す光磁気ヘッド装置では、光磁気ディスク１に照射するレーザ光、即ち
往路のレーザ光がｐ偏光の場合に、反射光の中央部分で、超解像効果に関与するｓ偏光成
分を遮光し、信号成分ではないｐ偏光成分のみを透過させるので

、Ｓ／Ｎが改善される。また、超解像効果に関与するｓ偏光成分
は従来通り遮光するので、高分解能での超解像再生が可能となる。
【００３７】
なお、遮光板２１を透過した光をフォトダイオード２２，２３に集光させるための集光レ
ンズ２５の配位置は、遮光板２１と１／２波長板１８との間に限らず、第１及び第２のビ
ームスプリッタ１４，１６の間でも良いし、第２のビームスプリッタ１６と遮光板２１と
の間でも良いし、１／２波長板１８と偏光ビームスプリッタ１９との間にあっても良い。
また、２枚の集光レンズを用いて、一方を偏光ビームスプリッタ１９とフォトダイオード
２２との間に、他方を偏光ビームスプリッタ１９とフォトダイオード２３との間に設けて
あっても良い。
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、
ｓ偏光成分，ｐ偏光成分共に遮光する従来技術に比して

遮光手段を透過する再生
信号全体の光量が増大し



【００３８】
上述した光磁気ヘッドの実施の形態では、遮光板２１を１／２波長板１８の直前に配した
場合を説明しているが、遮光板の位置はこれに限るものではない。遮光板の配置位置が異
なる他の実施の形態を以下に説明する。
【００３９】
図７は、本発明の他の実施の形態の光磁気ヘッド装置を示す構成図である。遮光板２１及
び集光レンズ２５は、１／２波長板１８と偏光ビームスプリッタ１９との間に配されてお
り、１／２波長板１８，遮光板２１，集光レンズ２５及び偏光ビームスプリッタ１９の順
である。１／２波長板１８で偏光方向を４５°回転された平行光が遮光板２１を通り、略
中央部分で信号成分が遮光される。透過光は集光されて偏光ビームスプリッタ１９に入射
され、フォトダイオード２３，２４で受光される。遮光板２１は１／２波長板１８からの
平行光を受けるために、図２に示す遮光板２１を平面内で４５°回転させた向きに配され
ている。その他の構成は、図１に示す磁気ヘッド装置の構成と同様であり、同部分に同符
号を付して説明を省略する。
【００４０】
このような構成の光磁気ヘッド装置にあっては、図１の遮光板２１と同様の作用、即ち、
超解像効果に関与する信号成分を遮光し、信号成分でない偏光成分のみを透過させるので
、上述した磁気ヘッド装置と同様の効果を得ることができる。
【００４１】
なお、遮光板２１を透過した光をフォトダイオード２２，２３に集光させるための集光レ
ンズ２５の配位置は、遮光板２１と偏光ビームスプリッタ１９との間に限らない。例えば
第１及び第２のビームスプリッタ１４，１６の間でも良いし、第２のビームスプリッタ１
６と１／２波長板１８との間でも良いし、１／２波長板１８と遮光板２１との間にあって
も良い。また、２枚の集光レンズを用いて、一方を偏光ビームスプリッタ１９とフォトダ
イオード２２との間に、他方を偏光ビームスプリッタ１９とフォトダイオード２３との間
に設けてあっても良い。
【００４２】
また、図８は、本発明のさらに他の実施の形態の光磁気ヘッド装置を示す構成図である。
遮光板２１は第１のビームスプリッタ１４と第２のビームスプリッタ１６との間に配され
ており、集光レンズ２５は、第２のビームスプリッタ１６と１／２波長板１８との間に配
されている。第１のビームスプリッタ１４で反射された平行光が遮光板２１を通り、略中
央部分でｓ偏光成分が遮光されて第２のビームスプリッタ１６に入射される。第２ビーム
スプリッタ１６から再生信号検出系２０に供給される平行光は、集光レンズ２５により集
光されて１／２波長板１８に入射され、フォトダイオード２３，２４で受光される。その
他の構成は、図１に示す磁気ヘッド装置の構成と同様であり、同部分に同符号を付して説
明を省略する。
【００４３】
このような構成の光磁気ヘッド装置にあっては、図１の遮光板２１と同様の作用、即ち、
超解像効果に関与するｓ偏光成分を遮光し、信号成分でないｐ偏光成分のみを透過させる
ので、上述した磁気ヘッド装置と同様の効果を得ることができる。
【００４４】
なお、遮光板２１を透過した光をフォトダイオード２２，２３に集光させるための集光レ
ンズ２５の配位置は、第２のビームスプリッタ１６と１／２波長板１８との間に限らない
。例えば第１のビームスプリッタ１４と遮光板２１との間でも良いし、遮光板２１と第２
のビームスプリッタ１６の間でも良いし、１／２波長板１８と偏光ビームスプリッタ１９
との間にあっても良い。また、２枚の集光レンズを用いて、一方を偏光ビームスプリッタ
１９とフォトダイオード２２との間に、他方を偏光ビームスプリッタ１９とフォトダイオ
ード２３との間に設けてあっても良い。
【００４５】
さらに図９は、本発明のさらに他の実施の形態の光磁気ヘッド装置を示す構成図である。
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遮光板２１は第１のビームスプリッタ１４と対物レンズ１５との間に配されており、集光
レンズ２５は、第２のビームスプリッタ１６と１／２波長板１８との間に配されている。
光磁気ディスク１で反射された反射光が対物レンズ１５で平行光にされた後、遮光板２１
を通り、略中央部分でｓ偏光成分が遮光されて第１のビームスプリッタ１４で反射され、
第２のビームスプリッタに入射される。第２ビームスプリッタ１６から再生信号検出系２
０に供給される平行光は、集光レンズ２５により集光されて１／２波長板１８に入射され
、フォトダイオード２３，２４で受光される。その他の構成は、図１に示す光磁気ヘッド
装置の構成と同様であり、同部分に同符号を付して説明を省略する。なお、半導体レーザ
光源１１から出射された往路のレーザ光も遮光板２１を通るが、遮光板２１はｐ偏光成分
を透過させるため、ｐ偏光である往路のレーザ光は透過されるので不都合はない。
【００４６】
このような構成の光磁気ヘッド装置にあっては、図１の遮光板２１と同様の作用、即ち、
超解像効果に関与するｓ偏光成分を遮光し、信号成分でないｐ偏光成分のみを透過させる
ので、上述した光磁気ヘッド装置と同様の効果を得ることができる。
【００４７】
なお、遮光板２１を透過した光をフォトダイオード２２，２３に集光させるための集光レ
ンズ２５の配位置は、第２のビームスプリッタ１６と１／２波長板１８との間に限らない
。例えば第１及び第２のビームスプリッタ１４，１６の間でも良いし、１／２波長板１８
と偏光ビームスプリッタ１９との間にあっても良い。また、２枚の集光レンズを用いて、
一方を偏光ビームスプリッタ１９とフォトダイオード２２との間に、他方を偏光ビームス
プリッタ１９とフォトダイオード２３との間に設けてあっても良い。
【００４８】
また、上述した遮光板２１の偏光膜２１ｂは、図２に示すように、略円形状を有している
が、これに限るものではなく、遮光板２１を通る平行光の略中央部分に対応する位置に偏
光膜が形成されてあれば良い。図１０は他の遮光板の構造を示す遮光板の平面図である。
遮光板２１は透明平板２１ａと偏光膜２１ｃとを有している。透明平板２１ａは平面視で
略矩形状を有し、その一面の略中央に帯状の偏光膜２１ｃが形成されている。このような
構造の遮光板２１を用いることにより、上述した光磁気ヘッド装置と同様の効果を得るこ
とができる。
【００４９】
さらに、上述した遮光板２１は透明平板２１ａと偏光膜２１ｃとで構成してある場合を説
明しているが、これに限るものではなく、偏光膜２１ｃのみからなるものであっても良い
。例えば、ビームスプリッタ又は１／２波長板１８の出光面に偏光膜２１ｃを設けてあっ
ても良い。
【００５０】
さらにまた、上述した遮光板２１の偏光膜２１ｂ，２１ｃとして、所定の偏光方向成分を
略１００％透過させ、他の偏光方向成分を略０％の透過、即ち遮光する誘電体多層膜を用
いた場合を説明しているが、これに限るものではなく、偏光方向により透過率が異なる偏
光板のような膜を用いても良い。
【００５１】
さらにまた、上述した光磁気ヘッド装置は、往路のレーザ光がｐ偏光である場合を説明し
ているが、これに限るものではなく、ｓ偏光であっても適用できる。ただしこの場合は、
ｐ偏光成分よりもｓ偏光成分の方が高い透過率を有する偏光膜を備える遮光板を用い、さ
らに、偏光方向に係わる構成をｐ偏光用とｓ偏光用とで入れ替える。
【００５２】
なお、上述した実施の形態は、光磁気ディスクからの反射光を対物レンズで平行光とし、
平行光が遮光手段を透過する構成とした場合を説明しているが、平行光に限るものではな
く、例えば、再生信号検出部へ集束する集束光が遮光手段を透過する構成であっても良い
。
【００５３】
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また、上述した実施の形態は、偏光ビームスプリッタにより反射光を偏光成分に分けて再
生信号を差動検出する場合を説明しているが、これに限るものではなく、各偏光成分を用
いて再生信号を検出する構成であれば良い。
【００５４】
【発明の効果】
以上のように、本発明においては、光磁気ディスクでの反射光が遮光手段を透過し、反射
光の略中央部分で、信号成分でない偏光成分よりも信号成分である偏光成分の方を高率で
透過させるので、再生信号を大きくしてＳ／Ｎを向上させ、且つ、超解像再生が可能とな
る。また、遮光手段を透過した光を集光させるので、再生信号の大きさに比例する光の成
分を大きくでき、再生信号のＳ／Ｎがさらに向上する等、本発明は優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態の光磁気ヘッド装置の構成図である。
【図２】本実施の形態の遮光板の平面図である。
【図３】本実施の形態の遮光板の光透過率を示すグラフである。
【図４】本実施の形態の遮光板での光の偏光状態を示すグラフである。
【図５】本実施の形態の再生信号の差分検出を説明するグラフである。
【図６】本実施の形態の他の光磁気ヘッド装置の構成図である。
【図７】他の実施の形態の光磁気ヘッド装置の構成図である。
【図８】さらに他の実施の形態の光磁気ヘッド装置の構成図である。
【図９】さらに他の実施の形態の光磁気ヘッド装置の構成図である。
【図１０】他の実施の形態の遮光板の平面図である。
【図１１】従来の光磁気ヘッド装置の伝達関数の振幅特性を示すグラフである。
【図１２】従来の光磁気ヘッド装置の遮光板の光透過率を示すグラフである。
【符号の説明】
１　　光磁気ディスク
４　　　磁気ヘッド
１４　第１のビームスプリッタ
１５　対物レンズ
１６　第２のビームスプリッタ
１８　１／２波長板
１９　偏光ビームスプリッタ
２１　遮光板
２１ｂ，２１ｃ　偏光膜
２５　集光レンズ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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